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EG27524 芯片数据手册 V1.0 

1. 特性                                                        

 双通道独立的栅极驱动 

 每通道独立使能控制 

 逻辑输入电压范围宽-6V-25V 

 VDD 欠压保护 

 VDD 电压范围 5V-25V 

 输出电流能力 IO+/-  5A/4A 

 输入输出延时短 

 输出上升下降沿时间短 

 双通道延时匹配 

 输入悬空时，输出低电平  

 封装形式：SOP8  

2. 描述                                                        

EG27524 是一款高性价比带使能控制的高速双路独立驱动专用芯片，内部集成了逻辑信号输入处理电路、

电平位移电路、输出驱动电路，用于电机控制器、太阳能逆变电源、开关电源、变压器中的驱动电路。 

EG27524 的电源电压范围宽 5V～25V，静态功耗小于 200uA。该芯片输入通道 INA 以及 INB 各内建了一

个 400K下拉电阻；ENA、ENB内建了一个 200K上拉电阻；输入悬空时，OUTA、OUTB输出为低电平。输出电

流能力 IO+/- 5/4A；采用 SOP8封装。 

3. 应用领域                                                    

 逆变器                       
 开关电源 
 DCDC 转换器 
 马达控制 
 太阳能控制器 
 驱动变压器 
 GaN 等驱动 
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4. 引脚                                                        

4.1 引脚定义 
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OUTBVDDOUTA

EG27524
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5678

INA GND
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图 4-1. EG27524 管脚定义 

4.2 引脚描述 
引脚序号 引脚名称 I/O 描述 

1 ENA I 
通道 A使能控制。 

高电平允许使能通道 A输出；低电平关闭通道 A输出。 

2 INA I 

逻辑输入控制信号，控制输出 OUTA  

“0”对应 OUTA低电平  

“1”对应 OUTA高电平 

3 GND GND 芯片的地端。 

4 INB I 

逻辑输入控制信号，控制输出 OUTB  

“0”对应 OUTB低电平  

“1”对应 OUTB高电平 

5 OUTB O B路输出脚 

6 VDD power 芯片电源 

7 OUTA O A路输出脚 

8 ENB I 
通道 B使能控制。 

高电平允许使能通道 B输出；低电平关闭通道 B输出。 
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5. 内部电路图                                                  
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图 5-1. EG27524 内部电路图 
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6. 典型应用电路                                                     
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图 6-1. EG27524 典型应用电路图 

 
 

 
 

7. 电气特性                                                      

7.1 最大额定值 
无另外说明，在 TA=25℃条件下 

符号 参数名称 测试条件 最小 最大 单位 
OUTA、OUTB  输出 - -0.3 VDD+0.3 V 

VDD 电源 - -0.3 25 V 

INA、INB、ENA、ENB 逻辑信号输入电平 - -6 25 V 

TA 环境温度 - -45 125 ℃ 

Tstr 储存温度 - -55 150 ℃ 

TL 焊接温度 T=10S - 300 ℃ 

 注：超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏，在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 
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7.2 典型参数 
无另外说明，在 TA=25℃，Vcc=12V，负载电容 CL=1nF条件下 

参数名称 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 
电源 VDD - 5 12 25 V 

静态电流 Idd 输入悬空，Vcc=12V 150 275 400 uA 

VDD欠压保护 

VDD 开启电压 Von   4.5  V 

VDD 关闭电压 Voff   4.1  V 

迟滞电压 VDD_H   0.4  V 

输入端口 INA、INB 

输入型号高电平 Vin_H   2.2 2.5 2.8 V 

输入信号低电位 Vin_L    1.4 1.6 1.8 V 

输入迟滞 Vin_HYS   - 0.9 - V 

输入端口 ENA、ENB 

输入型号高电平 Ven_H   2.2 2.5 2.8 V 

输入信号低电位 Ven_L   1.4 1.6 1.8 V 

输入迟滞 Ven_HYS  - 0.9 - V 

输出 OUTA、OUTB开关时间特性 

开延时 Ton 见图 7-1 - 20 - nS 

关延时 Toff 见图 7-1 - 30 - nS 

上升时间 Tr 见图 7-1 - 8.5 - nS 

下降时间 Tf 见图 7-1 - 8 - nS 

输出 OUTA、OUTB 

 输出拉电流 IO+ 
Vo=0V,VIN=VIH 

PW≤10uS 
- 5 - A 

 输出灌电流 IO- 
Vo=12V,VIN=VIL 

PW≤10uS 
- 4 - A 

 输出高电平 VOH IOUT=-10mA 11.9   V 

输出低电平 VOL IOUT=10mA   0.1 V 

输出上拉电阻 ROH IOUT=-10mA  5  Ω 

输出下拉电阻 ROL IOUT=10mA  0.5  Ω 
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7.3 开关时间波形图 
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图 7-1. 输出 LO 开关时间波形图图    

7.4 输入输出逻辑 
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图7-2. 输入信号和输出信号逻辑功能图 

输入信号和输出信号逻辑真值表： 

输入 输出 
输入、输出逻辑 

ENA ENA INA INB OUTA  OUTB 
1 1 0 0 0 0 
1 1 0 1 0 1 
1 1 1 0 1 0 
1 1 1 1 1 1 
0 1 1 或者 0 0 0 0 
0 1 1 或者 0 1 0 1 
1 0 0 1 或者 0 0 0 
1 0 1 1 或者 0 1 0 
0 0 1 或者 0 1 或者 0 0 0 

从真值表可知，ENA控制通道 OUTA 的使能，ENA=0 时，不管 INA为 1或者 0，OUTA都为 0。ENB控制通道 OUTB

的使能，ENB=0时，不管 INB为 1或者 0，OUTB都为 0。 
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8. 应用信息                                                    

8.1 应用说明 

在开关电源应用中，由于各种原因需要高电流栅极驱动设备。为了实现功率设备的快速切换并减少相

关的切换功率损失，强大的栅极驱动芯片可以在控制设备的 PWM 输出和功率半导体设备的栅极之间使用。

当 PWM 控制器无法直接驱动功率器件，这时栅极驱动芯片就变得不可或缺。随着数字电源的出现，这种

情况将经常发生，因为来自数字控制器的 PWM 信号通常是 3.3V 的逻辑信号，这不足以有效地打开一个功

率开关。需要一个电平移位电路将 3.3V 的信号提升到栅极驱动电压（如 12 V），以完全打开功率管并最小化

导通损耗。基于 NPN/PNP 双极晶体管的传统缓冲驱动电路在图腾柱配置中，由于它们缺乏电平转换能力，

因此在数字电源中使用是不够的。栅极驱动芯片有效地结合了电平移位和缓冲驱动功能。总的来说，栅极

驱动芯片是开关电源中极其重要的组件，它结合了高性能、低成本、组件数量少、板空间减少和简化系统

设计的优点。 

8.2 布局指南 

在大电流快速开关电路中，正确的 PCB 布局非常重要，可以提供设计的稳定性。EG27524 栅极驱动芯

片有较短的传播延迟和强大的输出级电流，有较小的上升沿和下降沿时间。在较高的 VDD 电压下，峰值电

流能力甚至更高（5A 峰值电流在 VDD=12V 时）。如果没有很好地控制走线长度和阻抗，非常高的 di/dt 则

会发生不可接受的振铃。在使用这些高速驱动芯片进行设计时，推荐使用以下电路布局指南。 

•   将驱动芯片尽可能靠近功率器件，以减小输出引脚和功率器件栅极之间的大电流走线长度。 

•  将 VDD 旁路电容器尽可能靠近驱动芯片，并且走线长度最小，以提高噪声过滤效果。这些电容器支持在

打开功率器件时从 VDD 中抽取的高峰值电流。推荐使用低电感的贴片电容器。 

•   应尽可能减小开启和关闭电流环路路径（驱动芯片、功率器件和 VDD 旁路电容器），以保持最小的寄生

电感。在功率管开启和关闭瞬态期间，会产生高 dI/dt，这将在驱动芯片的输出引脚和功率器件的栅极上引

起显著的电压尖峰。 

•   在可能的地方，将电流输入跟输出走线并行，利用磁通消除。 

•   分开电源走线和信号走线，如输出和输入信号。 

•   星形接地是减少从一个电流环路耦合到另一个电流环路噪声的好方法。驱动芯片的 GND 应该在一个单

一点连接到其他电路节点，如功率 MOSFET 的源、PWM 控制器的地等。连接路径应尽可能短，以减小电感，

并尽可能宽，以减小电阻。 

•   使用接地层提供噪声屏蔽。在 OUT 处的快速上升和下降时间可能会干扰输入信号。接地层不能是任何
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电流环路的导电路径。相反，接地层必须通过一个单一的走线连接到星点，以建立接地电位。除了噪声屏

蔽外，接地层也可以帮助散热。 

•   在复杂环境中，将 EG27524 的未使用通道的输入接地到 VDD 或 GND，以确保输出正常并防止噪声引起

输出故障。 

8.3 布局示例 
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9. 封装尺寸                                                         

9.1 SOP8 封装尺寸 
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